Takze zacneme uplne na zacatku. Unipolární tranzistor MOSFET je zkratka metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (polovodic rizeny el.stat. polem). MOS nam znaci ze tranzistor ma izolovanou ridici elektrodu vrstvou SiO2. Oxid nejčastěji tvoří SiO2 z důvodu jeho relativně snadné přípravy na povrchu křemíku. Elektroda hradla může být tvořena hliníkem. V technologii integrovaných obvodů je dnes velmi rozšířeno použití dotovaného polykrystalického křemíku, protože umožňuje výrobu tranzistorů s větší hustotou integrace a menšími parazitními kapacitami.Unipolární tranzistor je polovodičový prvek, jehož označení unipolární vyjadřuje, že přenos náboje je v tomto tranzistoru uskutečňován pouze majoritními nositeli (na rozdíl od bipolárního tranzistoru). Skládá se z polovodičů typu N a P. Velký vstupní odpor je velkou výhodou unipolárních tranzistorů oproti bipolárním, jejichž malý vstupní odpor se nepříznivě projevuje při zesilování signálů ze zdrojů s velkým vnitřním odporem. Vstupním obvodem unipolárního tranzistoru tak neteče proud a je, podobně jako elektronka, řízen napětím. Řídící elektrodou teče buď jen malý proud ekvivalentní proudu diody v závěrném směru nebo jí neteče prakticky žádný proud. Nevýhodou danou právě vysokou vstupní impedancí je možnost snadného poškození těchto tranzistorů statickým 
nábojem, zvláště při manipulaci před zapojením do obvodů. Dále mají tranzistory MOSFET nizky zisk, mensi teploni zavislost, lepsi integraci, nizsi sum.

Mame vice druhu MOSFETu, a každému z nich se budeme venovat zvlast. Jsou to MOSFETy s indukovanym kanalem a s vodivym kanalem.
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Na obrazku vlevo muzeme videt NMOS tranzistor s indukovanym kanalem N. Kanal vznika az po prilozeni napeti k hradlu/ridici elektrode G (Gate neboli G). U tranzistoru PMOS je vse opacne (kde je N bude P, kde je P bude N). Elektroda S je vodive spojena s P vrstvou.

Funkce NMOSu: Pokud na G prilozime + napeti (u NMOS jsou to +, u PMOS jsou to -) a – na S (nebo taky SS) zacnou se nam z oblasti P (Substrát) pritahovat elektrony k elektrode G a diry se nam vytlačí do P vrstvy. Tento dej probehne proto, ze napeti + je kladne a elektrony jsou zaporne (jestli tohle nevite tak potom potes prdel). Jak všichni z fyziky jiste vime, protiklady se pritahuji. Elektrony nemohou projit prez izolacni vrstvu SiO2 a proto se natěsnají mezi elektrody S a D. Kanal se nam vytvori pouze tehdy pokud napeti na G bude dosti velke, tzv prahove napeti. Když uz mame naindukovany kanal, potom se nam vodive spoji S a D (spoji se nam vrstvy n kanalem n). Tim padem nam tranzistor sepnul. 
Vlastnosti:

Pokud bude napeti Ugs klesat , Ids se bude zmensovat, zvětši se nam Rds. Pokud bude napeti Ugs=0V, pak nam potece zbytkovy proud Ids, bude to proud velmi maly v radech uA (podle typu tranzistoru). Tranzistor muze pracovat v trech režimech : Ohmicky rezim (chova se jako odpor rizeny napetim), Saturacni mod (aktivni – proste ze je to zapojene ( ), slabe inverzni mod (mod kdy není pripojene zadne napeti, Ugs je pod Uth).
Uth je prahove napeti pro vytvoreni kanalu, u ruznych typu se lisi.  

Ohmicky rezim: 
Tento rezim nastava pokud mame UGS > Uth a zaroven UDS < (UGS − Uth). Uth je prahove napeti pro vytvoreni kanalu. Co MOSFET to jiné Uth. Například u naseho IRF 640 jsou to 2V az 4V podle proudu Ids. V tomto rezimu pracuje jako odpor rizeny el.stat. polem. 
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Tento vzorec vyjadřuje velikost proudu Id při nastaveni napeti. μn je hybnost naboje, W  je sirka gate, L delka gate a  Cox is the gate oxide capacitance per unit area. Omluvte to ze zde něco není přeloženo, vůbec netuším co to znamena (.

Saturacni rezim:
Také znam jako aktivni rezim, je rezim když UGS > Uth a zaroven UDS > UGS − Uth . To znamena ze ridime velike napeti Uds pomoci maleho napeti Ugs.
Na obrazku 1.1. muzeme videt rezimy tranzistoru. Nas budou zajimat dolni dva obrazky, saturacni mod a mod kdy sa kanal skoro vůbec „nedotyka“ izolantu u G elektrody, tzv pinch-off (nevim jak přeložit (). V tomto rezimu kanal dostava jistých zmen při provozu. Se zvetsujicim se napetim Uds se nam bude kanal menit z naší pekne cihlicky do jinych geometrických tvaru. To bude proto, ze na D elektrodu je pripojene napeti kladne proti S elektrode s ohodne vetsi velikosti nez Ugs. Elektrony se budou pritahovat k G ale i k D elektrode, tzn. uzsi kanal u S elektrody. Pokud stále nechápete proc to není jinak, mozna vam pomuze zdeleni ze proud tece od + k – ale elektrony tecou od – k +. Pokud bude napeti Uds tak velike ze dojde k efektu pinch-off, proud Ids nebude uz ani tak zavisly na Uds ale Ugs.
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Další me nic nerikajici vzorec. Vse je stejne jak u Ohmického rezimu, jen s tim rozdilem ze je zde navíc λ – sirkova modulace kanalu. 

Slabe inverzni mod:

Tento rezim nastane když  UGS < Uth
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V tomto pripade dochází k tomu, ze i když nemame ind. kanal, tece nam proud prez tranzistor. Tento jev nastava i při napětích 0<Ugs<Uth. Je to zapricenene tzv Boltzmanovym jevem. Nektere elektrony mají vetsi energii nez jiné a tak dokazi proniknout prez P vrstvu. Tento proud je nekdy vyuzivan v analogových obvodech a jindy je nam na obtiz. 
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Tento vzorec popisuje velikost tohoto proudu. 
n = 1 + CD / COX  => 
Cd – kap. Vyprazdnene oblasti



COX  - kap. SiO2 vrstvy
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Obrazek 1.1.: Vpravo nahore – ohmicky rezim, vpravo dole saturacni rezim, vlevo dole pinch-off rezim.

Obrazek 1.2. : Vystupni charakteristika s pracovnimi oblastmi.
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Výstupní Charakteristika NMOS IRF640 :
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Saturační charakteristika NMOS IRF640 :
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VODIVÝ KANÁL

To co je zde je cele z ucebnice. Nebudu to popisovat vlastnimi slovy když to uz někdo udelal za me.
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Dovolil jsem si pouzit obrazek z ucebnice. Jak zde muzeme videt, tranzistor jiz ma vytvoren kanal. Do povrchu slabě dotované základní destičky z křemíku, která má vodivost P, jsou difúzí vhodné příměsi vytvořeny dva rovnoběžné příkopy se silnou koncentrací příměsí (N+), které tvoří emitor a kolektor. Mezi nimi je tenčí, méně dotované vrstva N tvoří kanál. Celý povrch destičky je okysličen. Vrstvou kysličníku procházejí pouze vývody emitoru a kolektoru. Na vrstvu kysličníku nad místem, ve kterém je vytvořen kanál, je napařena vrstva hliníku, která tvoří řídící elektrodu (hradlo G). Protože kysličník křemičitý (SiO2), je velmi dobrý izolant, je hrdlo od kanálu dobře izolováno. 

Funkce :
Bude-li UGE = UCE = 0, vzniká v okolí přechodu PN na dolní hranici kanálu tenká vyprázdněná oblast rovnoměrného průřezu.Zapojíme-li napájecí zdroj (stále při UGE = 0) do obvodu kolektor – emitor a zvětšujeme-li postupně napětí UCE. začne kanálem poměrně prudce stou-pat proud IC neboť kanál je široký a jeho odpor je malý. Kladné napětí UCE vsak působí mezi základní deskou spojenou s emitorem a kanálem typu N jako předpětí na přechodu PN ve zpětném směru. Jeho růst způsobuje podobně jako v tranzistoru s přechodovým hradlem rozšiřování vyprázdněné oblasti v blízkosti kolektoru a tím omezuje růst proudu Ic. Při dostatečném napětí (UCE = Up) se vyprázdněná oblast v blízkosti kolektoru rozšíří téměř přes celou tloušťku kanálu. Pro průchod proudu zbývá podobně jako při činnosti tranzistoru JFET Jen tenká vodivá vrstvička na povrchu materiálu. Při dalším růstu napětí uce již ,proud /c neroste, neboť délka tenké vodivé vrstvičky na povrchu kanálu se v důsledku dalšího rozšiřování vyprázdněné oblasti prodlužuje a odpor kanálu se zvětšuje. Kolektorový proud je nasycen.


Vlastnosti :
Tranzistor pracuje ve dvou režimech:
Obohacovací rezim

Ochuzovaní rezim

Přiložíme-li na hradlo záporné napětí proti emitoru uqe < 0, nedojde k průchodu proudu v obvodu hradlo-kanál-základní destička, neboť hradlo je od kanálu izolováno. Elektrické pole pouze vytlačí z prostoru kanálu určité množství volných elektronů. Proto se odpor kanálu zvětší a při zvětšování napětí UCE stoupá proud Ic mírněji než při nulovém předpětí hradla. Říkáme, ze tranzistor pracuje v režimu ochuzeni. (Ochuzení kanálu o volné nosiče náboje.) Ostatní činnost tranzistoru je stejná jako při UGE = 0. Čím je záporné předpětí hradla větší, tím více volných elektronů je z kanálu vytlačeno a proud IC při určitém napětí UCE je menší. Při tzv. závěrném předpětí UGEZ vytlačí elektrické pole z kanálu všechny volné elektrony a proud Ic klesne na nulu. Bude-li předpětí hradla proti emitoru kladné, přitáhne naopak elektrické pole do prostoru kanálu volné elektrony (minoritní nosiče a elektrony příslušející vlastní vodivosti) ze základní destičky. Tím se zvětší vodivost kanálu a proud Ic vzroste. Za této situace pracuje tranzistor v režimu obohacení.
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NA ZAVER VAM CHCI RICI ZE TO CO JSEM NAPSAL NEMUSI BYT PRAVDA. INSPIROVAL JSEM SE V JEDNOM SERIALU „VERTE NEVERTE“.
Taky se omluvam za „hacky a carky“. Zvyk je zelezna kosile. Potom vam zde vypisi literaturu co jsem pouzil:

www.google.com
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
www.ruzovo.poblaznene.myslenky.com_unist


Pro ty co budou nadavat na stylistiku mam jedno reseni problemu. Na bedne pocitace je takove tlačítko, popsane v mnoha priruckach jako RESET. Pokud ho zmacknete vyresite všechny problemy se stylistikou v tomto dokumentu. Pokud dokument po zmacknuti tlačítka bude obsahovat porad stejnou stavbu vet a styl pisma, opakujte prosim tisknuti tlačítka RESET dokud se to nezpravi nebo dokument jiz neotvírejte. Preji pekne uceni.
